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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
回路基板のプレス工程にて使用されるエンボスを有する離型フィルムであって、前記離型
フィルムの離型面を構成する樹脂が、４－メチル１－ペンテンポリメチルペンテン樹脂で
あって、前記離型フィルムのエンボスの表面粗さ（Ｒｚ：十点平均粗さ）が、プレス工程
前で５μｍ以上２０μｍ以下であり、プレス温度１８５℃、プレス圧力１５ＭＰａ、１６
０秒加圧の条件によるプレス工程後で２μｍ以上８μｍ以下であることを特徴とする離型
フィルム。
【請求項２】
前記離型フィルムの離型面を構成する樹脂の結晶化温度が、回路基板のプレス工程のプレ
ス温度より高い樹脂である請求項１に記載の離型フィルム。
【請求項３】
前記離型フィルムの離型面を構成する樹脂の結晶化温度が、１７０℃以上である請求項１
または２に記載の離型フィルム。
【請求項４】
前記離型フィルムの離型面を構成する樹脂の表面の軟化点ＴＳ（℃）が４８以上５６以下
である請求項１、２、または３に記載の離型フィルム。
【請求項５】
前記離型フィルムが３層以上の多層フィルムであり、中間層の少なくとも1層が、エチレ
ン系樹脂またはアクリル系樹脂で構成される層である請求項１、２、３、または４のいず
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れかに記載の離型フィルム。
【請求項６】
押出し成形によりフィルム状に押出された溶融樹脂が対をなす第１ロールとタッチロール
により挟持され、その後冷却ロールを経て離型フィルムを製作する工程において、第１ロ
ール及び／またはタッチロールがロール表面にエンボス形状を有し、第１ロールとタッチ
ロールに挟持される直前のフィルムの表面温度Ｔ１（℃）が、Ｔｃ－６０＜Ｔ１＜Ｔｃ－
２０（但し、ＴCは前記離型フィルムの離型面を構成する樹脂の結晶化温度（℃））であ
り、前記冷却ロールに引き取られる直前のフィルムの表面温度Ｔ２（℃）がＴｃ－１５０
＜Ｔ２＜１７０である請求項１、２、３、４、または５に記載の離型フィルム。
【請求項７】
タッチロールの表面がゴム製のロールである請求項６に記載の離型フィルム。
【請求項８】
押出し成形により製作されたフィルムにエンボス形状を有するロールを用いてエンボスを
付与する工程において、前記エンボス形状を有するロールの表面温度Ｔ０（℃）が、ＴC

－４０＜Ｔ０＜ＴC＋１０（但し、ＴCは前記離型フィルムの離型面を構成する樹脂の結晶
化温度（℃））の範囲内である請求項１、２、３、４、または５に記載の離型フィルム。
【請求項９】
  請求項１から８のいずれかに記載の離型フィルムを用いて製造されたことを特徴とする
回路基板の製造方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、離型フィルム及びそれを用いる回路基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フレキシブルプリント配線板（以下、ＦＰＣという。）などの回路基板の製造工程にお
いては、絶縁基材、例えば、ポリイミド樹脂フィルム表面に所定の回路を有するフレキシ
ブル回路基板上を、絶縁及び回路保護を目的として接着剤付き耐熱樹脂フィルムであるカ
バーレイ（以下、ＣＬという。）で被覆し、離型フィルムを重ねた後、金属板を重ねて加
熱成形すること（プレス工程）が通常行われている。この製造工程においては、離型フィ
ルムに対し作業効率を見据えた相手材との離型性を良くするために表面にフッ素系樹脂の
フィルムの付いた金属板（以下、当て板という。）との離型性が要求される。また、ＦＰ
Ｃと離型フィルムとの関係においては、離型フィルムに対し、優れた離型性の要求は当然
のこととしてＦＰＣの凹凸に十分追従することによるＣＬ端面からの接着剤フロー抑制、
更にＦＰＣ全体を包み込むことによる圧力の均一化（対形状追従性）、ＦＰＣ全体への均
一な圧力による脱ボイド性（以下、成形性という。）、ＦＰＣの仕上がり外観シワが発生
しないこと、後工程での回路へのメッキ付き等に優れていることが求められている。
　そんな中、離型性の向上の為に、例えば特許文献１には回路基板との離型性について述
べられているが、当て板との離型性が不十分であり、離型フィルムを当て板から剥離する
のに人手が必要となるなど工数がかかり、実作業において問題があった。また、近年、回
路基板の回路巾が狭くなってきており、例えば、回路巾が１００μｍ以下では、離型フィ
ルムとの離型性が悪いという欠点が指摘されている。
　回路基板との離型性については、プレス工程後、離型フィルムは回路基板から必ず手で
剥がさなければならず、要求される離型性はそれほど厳しくないが、当て板との離型性は
、プレス解放後、離型フィルムが当て板から自然に剥離しなければならないので、要求さ
れる離型性は非常に厳しい。
　更に、このような離型性を考慮し回路基板の製造工程においてもプレス後、ある程度の
時間冷却プレスすることにより接着した離型フィルムと回路基板を冷却することで解決し
てきた。しかしながら、冷却するのに要する時間により生産性が下がることになる。
【特許文献１】特開２００５－１７８３２３号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、対形状追従性、均一な成形性、メッキ付き性、ＦＰＣ仕上がり外観シ
ワに関して優れており、更に加熱プレス後、比較的短時間で回路基板と離型フィルムがは
がれること（離型性）、または当て板と離型フィルムを剥がす場合においても非常に短時
間で良好な離型性を有する離型フィルム及びそれを用いた回路基板の製造方法を提供する
ものである。特に回路巾が狭い回路基板に対する離型フィルムの離型性を向上させること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、回路基板のプレス工程にて使用されるエンボスを有する離型フィルムであっ
て、前記離型フィルムのエンボスの表面粗さ（Ｒｚ：十点平均粗さ）が、プレス工程前で
５μｍ以上２０μｍ以下であり、プレス工程後で２μｍ以上８μｍ以下である離型フィル
ムである。
　更に好ましい形態としては、前記離型フィルムの離型面を構成する樹脂の結晶化温度が
、回路基板のプレス工程のプレス温度より高い樹脂であり、前記離型フィルムの離型面を
構成する樹脂の結晶化温度が、１７０℃以上であり、前記離型フィルムの離型面を構成す
る樹脂が、４－メチル１－ペンテンポリメチルペンテン樹脂であり、前記離型フィルムの
離型面を構成する樹脂の表面の軟化点ＴＳ（℃）が４８以上５６以下であり、前記離型フ
ィルムが３層以上の多層フィルムであり、中間層の少なくとも1層がエチレン系樹脂また
はアクリル系樹脂で構成される層である離型フィルムである。
　また、押出し成形によりフィルム状に押出された溶融樹脂が対をなす第１ロールとタッ
チロールにより挟持され、その後冷却ロールを経て離型フィルムを製作する工程において
、第１ロール及び／またはタッチロールがロール表面にエンボス形状を有し、第１ロール
とタッチロールに挟持される直前のフィルムの表面温度Ｔ１（℃）が、Ｔｃ－６０＜Ｔ１
＜Ｔｃ－２０（但し、ＴCは前記離型フィルムの離型面を構成する樹脂の結晶化温度（℃
））であり、前記冷却ロールに引き取られる直前のフィルムの表面温度Ｔ２（℃）がＴｃ
－１５０＜Ｔ２＜１７０であり、タッチロールの表面がゴム製のロールであり、押出し成
形により製作された離型フィルムにエンボス形状を有するロールを用いてエンボスを付与
する工程において、前記エンボス形状を有するロールの表面温度Ｔ０（℃）が、ＴC－４
０＜Ｔ０＜ＴC＋１０（但し、ＴCは前記離型フィルムの離型面を構成する樹脂の結晶化温
度（℃））の範囲内である離型フィルムである。
　また、前記の離型フィルムを用いて製造されたことを特徴とする回路基板の製造方法で
ある。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明の回路基板のプレス工程に使用されるエンボスを有する離型フィルムのエンボス
の表面粗さ（Ｒｚ：十点平均粗さ）を、プレス工程前で５μｍ以上２０μｍ以下、プレス
工程後で２μｍ以上８μｍ以下とすることにより、回路基板のプレス工程後において、回
路基板と当て板との離型性を向上することができ、回路基板の製造工程において、回路基
板のみならず、離型フィルムが当て板から自然に剥離し、多大な工数削減が見込まれる。
更に、本発明の離型フィルムは、回路基板に対して、均一な成形性、メッキ付き性、ＦＰ
Ｃ仕上がり外観シワの発生がないことに関して優れた特性を有している。また、本発明品
は離型性を向上させたとともに、回路基板の回路幅が１００μｍ以下でも十分な対形状追
従性を維持することが出来た。
　また、本発明の離型フィルムを用いると、不良等の発生が少ない回路基板の製造方法を
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
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＜表面粗さ＞
　回路基板のプレス工程に使用されるエンボスを有する離型フィルムであって、離型フィ
ルムのエンボスの表面粗さ（Ｒｚ：十点平均粗さ）が、プレス工程前で５μｍ以上２０μ
ｍ以下であり、プレス工程後で２μｍ以上８μｍ以下である離型フィルムである。
　プレス工程前のエンボス加工された離型フィルムの表面粗さ（Ｒｚ）が、５μｍ未満で
あればエンボス加工時にフィルムがエンボス面を有するロール（エンボスロール）にとら
れたり、プレス後の離型性が悪くなる。特に加熱プレス後、比較的短時間に当て板若しく
は回路基板と離型フィルムを剥離すると、当て板側は離型性がより悪くなったり、回路基
板側は離型フィルムが破れたりする。またシワが発生し易くなり問題となる。また、２０
μｍを越えるとＣＬ端面からの接着剤が回路基板の凹凸の隙間から流出することになり、
その結果染み出した接着剤が固まったことにより回路側面にヒゲが生じたり、メッキ付き
性などで問題となる。より好ましくは、１０μｍ以上１５μｍ以下である。本願の発明に
おいてはこの剥離時の離型フィルムの温度が、例えば、１５０℃おいても離型性は問題な
かった。
　プレス工程後のエンボス加工された離型フィルムの表面粗さ（Ｒｚ）が、２μｍ未満で
あると、エンボス加工時にフィルムがエンボスロールにとられたり、プレス後の離型性が
悪くなる。特に加熱プレス後、比較的短時間に当て板または回路基板と離型フィルムを剥
離しようとすると、離型フィルムの温度が高いため、より離型性が悪くなったり、離型フ
ィルムが破れたりする。またシワが発生し易くなり問題となる。８μｍを超えるとＣＬ端
面からの接着剤が回路基板の凹凸の隙間から流出することになり、その結果ヒゲが生じた
り、メッキ付き性など問題となる。本願発明の離型フィルムにおいては、この剥離時の離
型フィルムの温度が、例えば、１５０℃においても離型性は問題なかった。
【０００７】
　プレス工程後の凹凸の影響は、高さを規定したＲｚが支配的であるため凹凸間隔は特に
限定されないが、離型フィルムの凹凸の平均間隔（Ｓｍ）が５０μｍ以上３００μｍであ
ることが好ましく、より好ましくは８０μｍ以上２５０μｍ以下である。Ｓｍがこの範囲
にあれば、離型性に優れており、シワの発生、ＣＬ端面からの接着剤が凹凸の隙間から流
出するなどの問題が生じにくくなる。
【０００８】
＜離型層樹脂＞
　本発明の離型フィルムの離型面を構成する層（以下、離型層という）の樹脂の結晶化温
度が、回路基板のプレス工程のプレス温度より高い樹脂であることが好ましい。離型層の
樹脂の結晶化温度が、回路基板のプレス工程のプレス温度より高い樹脂を用いることによ
り離型性の面でより優れた効果が得られる。
　更には、離型層の樹脂の結晶化温度が、１７０℃以上であり、離型性の面でより優れた
効果が得られる。なお、本離型フィルムの離型層の樹脂の結晶化温度は結晶化ピークトッ
プ温度で定義している。
【０００９】
　本発明の離型層の樹脂としては、特に限定されないが、例えば、ポリアミド樹脂、ポリ
アセタール樹脂ポリブテン樹脂、ポリブタジエン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレ
ン樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂などのポリ
エステル系樹脂、４－メチル１－ペンテンポリメチルペンテン樹脂などが挙げられる。中
でも離型性、対形状追従性の点において４－メチル１－ペンテンポリメチルペンテンが好
ましい。
　本発明の離型層に用いられる樹脂の結晶化度は５０％以上７０％以下が好ましく、より
好ましくは５５％以上６０％以下である。この結晶化度の範囲内の樹脂を用いた離型フィ
ルムは、例えば、１７０℃以上の高温下でのプレス後、直ちにプレス解放する場合におい
ても当て板と十分な離型性が得られ、回路基板との剥離性も良く、ＣＬ端面からの接着剤
が凹凸の隙間から流出したり、対形追従性が不充分となる問題に対してもより効果が大き
い。
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【００１０】
＜中間層樹脂＞
　本発明の離型フィルムは、３層以上の多層フィルムが好ましい。その場合、両外層は離
型層で離型性を有し、中間層には様々な要求に対し機能を有するものが用いられる。例え
ばクッション性の要求に対して用いる中間層の樹脂は、ビカット軟化点５０～１６０℃が
好ましい。５０℃未満だとプレス時に離型フィルムの端面より樹脂がシミ出してきて、当
て板等に付着して、次工程への２次汚染の懸念がある。１６０℃を超えると成形性が悪く
、ＦＰＣの細部にボイドが発生する可能性がある。クッション層の厚みは特に規定はされ
ない。
　離型層とクッション層の間に接着樹脂を介しても差し支えはないが、接着樹脂を介さな
いほうがフィルム端面シミ出しは少なく好ましい。
【００１１】
　本発明の多層フィルムにおける各層については、酸化防止剤、スリップ剤、アンチブロ
ッキング剤、帯電防止剤、紫外線吸収剤、樹脂改質剤、染料及び顔料等着色剤、安定剤等
の添加剤、フッ素樹脂、シリコンゴム等の耐衝撃性付与剤、酸化チタン、炭酸カルシウム
、タルク等の無機充填剤を含有しても良い。また、各樹脂層の間には必要に応じて接着樹
脂層を設けることができる。
【００１２】
＜離型層の厚み＞
　離型層の厚みは、１５～５０μｍである。好ましくは１５～４５μｍが望ましい。１５
μｍ未満だとプレスラミネート後に離型層が破れ、ＦＰＣと離型フィルムを分離する際に
、ＦＰＣ側に離型層が残ってしまう可能性がある。５０μｍを越えると対形状追従性が悪
くなりＣＬに付着している接着剤のフロー量が多くなる可能性がある。
【００１３】
＜表面の軟化点＞
　　　離型層の表面の軟化点ＴSは、離型フィルムの離型層樹脂表層１０μｍに針が侵入
したときの温度で定義する。エンボス加工された離型フィルムを使用して回路基板を製造
するプレス工程前の前記離型樹脂層のＴSが４８℃以上５６℃以下が良い。この範囲内で
あると、離型性の面でより好ましい。
【００１４】
＜結晶化度＞
　ここで、離型層の結晶化温度が高くなると離型性が良好になる傾向にあるが、離型性を
更に良好にするために結晶化度も高くすることが好ましい。その為にはエンボス加工時な
どで条件を調整する必要がある。このとき結晶化温度が高いものは高温化でエンボス加工
する必要があるが、高温化での処理はエンボスロールへのとられや、エンボス形状の転写
率が比較的低くなるため、結晶化度を高くすることを考慮した上での条件の調整が必要と
なる。本発明は、製造条件を調整することによりこれらの点に関しより好ましいものとな
っている。
【００１５】
＜エンボス加工＞
　本発明の離型フィルムの表面層にインラインまたはオフラインでエンボス加工を施す。
ここで、インラインでエンボス加工とは、押出し成形によるフィルム製作の工程中におい
てエンボス加工を施すことを言い、オフラインでエンボス加工とは、押出し成形によりフ
ィルムを製作した後、表面にエンボスを有するエンボスロールを用いてフィルム面にエン
ボス加工を施すことを言う。
　エンボス加工方法については、本発明の目的を満足し、効果を損なわない限りは、特に
限定されない。例えば、オフラインでエンボス加工を施す場合、高温、高圧にて、エンボ
スロールにフィルムを通すことによって行う方法がある。この場合の条件としては、エン
ボス温度（エンボスロールの表面温度）Ｔ０（℃）は、ＴC－４０＜Ｔ０＜ＴC＋１０（但
し、ＴCは前記離型層の樹脂の結晶化温度（℃））の範囲内である。エンボス温度が下限
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値未満だと、プレス工程後の表面粗さが２μｍ未満となる可能性があり、上限値を超える
と、樹脂は溶融状態となり、エンボス加工時に離型フィルムがエンボスロールに取られる
可能性がある。エンボス加工する圧力は、特に限定されないが、線圧１０～２００ｋｇｆ
／ｃｍ（ゲージ圧）、より好ましくは３０～１２０ｋｇｆ／ｃｍである。線圧が下限値未
満だとエンボスによる凹凸転写が不十分となり、上限値を超えると、フィルムがエンボス
ロールに取られる可能性がある。エンボスロールの表裏温度差は０℃～４０℃の範囲内に
することが好ましい。温度差が４０℃を超えるとエンボス加工後、フィルムにカールが発
生し易くなり、使用困難になる可能性がある。
【００１６】
　インラインでエンボス加工を施す場合、ダイスから出てきたフィルムにタッチロールな
どのエンボスを有するロールに押し当てる方法等がある。その一例としては、押出し成形
された樹脂をフィルム化するため押出し成形直後に設置される第１ロール及び／またはタ
ッチロールの表面にエンボスを有するロールを用いることにより、押出し成形加工にてダ
イスより溶融した樹脂が第１ロールとタッチロールにて挟持されることで第１ロール及び
／またはタッチロール表面のエンボス形状が樹脂フィルムの表面に転写されることでエン
ボス加工され離型フィルムが製作される。本工程において、第１ロールとタッチロールで
該溶融樹脂が挟持されることでフィルム化される直前の該フィルムの表面温度Ｔ１（℃）
がＴｃ－６０＜Ｔ１＜Ｔｃ－２０であることが好ましい。更に、該フィルムがフィルムの
温度を下げるために用いられる冷却ロール（以下、第２ロールという）にて引き取られる
直前のフィルム表面温度Ｔ２（℃）がＴｃ－１５０＜Ｔ２＜１７０℃であることが好まし
い。ここでＴ１が下限値より下回るとダイスより溶融した樹脂に対する冷却効果が比較的
高くなり、その結果フィルムの結晶化度が低くなり離型性が劣る原因となる可能性がある
。Ｔ１が上限を上回ると除冷となりフィルムの結晶化度は高くなる傾向にあるが、フィル
ムがロールにとられたり、フィルムが軟化しエンボス加工されたフィルムの凹凸高さが後
の工程で潰れてしまいエンボスロールの表面形状に対して転写されたフィルムの表面形状
が変化し転写率が低くなる可能性がある。また、Ｔ２が下限値を下回るとフィルムの冷却
効果が比較的高くなりフィルムの結晶化度が低くなり離型性が劣る可能性があり、Ｔ２が
上限を上回るとＴ１のときと同様に、フィルムがロールにとられたり、フィルムが軟化し
エンボス加工されたフィルムの凹凸高さが後の工程で潰れてしまいエンボスロールの表面
形状に対して転写されたフィルムの表面形状が変化し転写率が低くなる可能性がある。
　このときのＴ１は押出し成形により樹脂がフィルム状に押出された該フィルムが第１ロ
ールに接触してから少なくとも１秒間程度維持するのが好ましい。１秒間を下回ると該フ
ィルムが比較的軟化した状態で第２ロールに引き取られるため、タッチロールにフィルム
がとられたり、エンボス加工された該フィルム表面の凹凸が潰れる場合がある。Ｔ２は該
フィルムが第１ロールから第２ロールへ引き取られる際において第１ロールから該フィル
ムが離れた瞬間から第２ロールに接触する直前の温度である。このように製造条件を調整
することでエンボスロールの表面形状に対する転写されたフィルムの表面形状の転写率が
８０％以上という高い値を達成することが可能となる。
【００１７】
　タッチロールはエンボス加工時に均一に転写させることが出来る為、ロールの表面がゴ
ム製であるゴムロールが好ましい。ゴムロールの材質としてはエボナイト、シリコン（常
温での硬度５５°）、肉厚範囲は４ｍｍ以上８ｍｍ以下がこのましい。下限値を下回ると
クッション性がなくなり均一な転写にならず、しわが発生する可能性がある。上限を超え
るとゴム表面の冷却効率が悪化し、タッチロールにとられるおそれがある。更にとられを
防止する為にフッ素系樹脂フィルムを巻くことが好ましい。
【００１８】
＜回路基板の製造方法＞
　このような離型フィルムを用いた回路基板の製造方法について、図２を用いて好適な実
施形態に基づいて詳細に説明する。
　図２に示すように回路基板４は、樹脂フィルム４０の表面上に所定パターンの回路（回
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路部４１）を形成する。例えば樹脂フィルム４０に銅層を形成した後、パターニング等す
る。
　そして、回路基板４の上にカバーレイフィルム５と、離型フィルム１０とを積層し、そ
れらを当て板６で上下を挟む。この際、カバーレイフィルム５の接着剤層５２は、回路基
板４の回路部４１側に配置される。また、離型フィルム１０の離型層１は、カバーレイフ
ィルム５の基材層５１側に配置される。
　そして、当て板６で回路基板４、カバーレイフィルム５、離型フィルム１０等を挟んだ
状態で、加熱・加圧してプレス成形により回路基板を得る。
【００１９】
＜貯蔵弾性率＞
　離型層の樹脂のプレス温度における貯蔵弾性率は、７．０×１０6Ｐａ以上２．０×１
０8Ｐａ以下である。１．０×１０7Ｐａ以上４．０×１０7Ｐａ以下がより好ましい。貯
蔵弾性率が下限値未満であるとプレス工程後の表面粗さが２．０μｍ未満となり、当て板
との離型性が悪くなり、上限値を超えると埋め込み性が低下する可能性がある。
【００２０】
＜離型フィルムの製造方法＞
　本発明に用いる離型フィルムの製造方法は限定されないが、共押出法、押出ラミネート
法、ドライラミネート法等のいずれの製造方法でも製造することが出来る。
　離型層と離型層と反対の層を挟む中間層の間に接着性樹脂層を介しても差し支えはない
が、接着樹脂を介さないほうがフィルム端面シミ出しは少なく好ましい。
【実施例】
【００２１】
　以下に本発明を実施例によって、更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限
定されるものではない。以下に示す実施例及び比較例において使用した原材料及びその結
晶化温度、融点は、以下の通りである。
　４－メチル１－ペンテンポリメチルペンテンとαオレフィンとの共重合体（ＴＰＸ）：
品番ＭＸ００４（結晶化温度２１０℃）（三井化学（株）製）
　エチレン－メチルアクリレート共重合体（ＥＭＭＡ）：品番アクリフトＷＤ２０３－１
［メルトフローレート（ＭＦＲ）＝２．０ｇ／１０分、融点９０℃］（住友化学工業（株
）製）
【００２２】
＜離型フィルムの作成と評価＞
　本発明の離型フィルムは、三層に限定されるわけではないが、以下では三層で実施した
例を示す。実施例１～１８、比較例１～１１で用いた離型フィルムは、３台の押出機にそ
れぞれ離型層としてＴＰＸ樹脂、中間層としてＥＭＭＡ樹脂、離型反対側層にＴＰＸ樹脂
を供給することにより三層ダイスから共押出し、積層一体化して作成した。実施例１～９
、比較例１～６はオフラインでエンボス加工を施し、その他の実施例、比較例はインライ
ンでエンボス加工を施した。
　実施例１～８および１０～１８、比較例２、３および５～１１については、表１、表２
に示すようなエンボス加工を回路基板と接触する側の層および当て板側と接触する層に実
施し、実施例９については、エンボス加工を当て板側と接触する層のみに実施し、比較例
４については、回路基板と接触する側の層のみに実施し、比較例１については両面とも実
施せず、離型性の評価を行った。
【００２３】
　離型フィルムの表面粗さ（Ｒｚ：十点平均粗さ）は、表面粗さ形状測定機（東京精密社
製、ＨＡＮＤＹＳＵＲＦ　Ｅ－３５Ａ）を用いて測定した。測定条件は、ＪＩＳ　Ｂ０６
０１に準拠し、測定巾４０００μｍ、速度０．６ｍｍ／Ｓで行った。
　貯蔵弾性率は、動的粘弾性測定装置（セイコーインスツルメンツ社製、ＤＭＳ６１００
）で引張りモード、周波数１Ｈｚ、昇温速度５℃／分で常温から２５０℃まで測定するこ
とにより評価した。
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【００２４】
＜回路基板の製造時の離型フィルムとしての評価＞
　回路基板のプレス工程としては、１段型プレス機を用い、実施例１～１２および比較例
１～４および６～１０については離型フィルム、下記評価用ＦＰＣ（ともに１５ｃｍ×１
５ｃｍにカット）をプレス温度（上下熱盤７の温度）１８５℃、プレス圧力１５ＭＰａで
、常圧下で１０秒間加熱し、その後１６０秒加圧後（構成は図２参照）、取り出して、離
型フィルムの評価を以下の評価項目で実施した。なお、比較例５についてはプレス温度２
２０℃で実施した。評価結果を表１～４に示した。
・評価用ＦＰＣの内容
　サイズ：１５ｃｍ×１５ｃｍ
　基材シート（材質：銅、総厚み：１１０μｍ）：基材シートの上に銅を用いて下記に記
載のパターン形状を作成し、回路間はポリイミド樹脂を埋め込み所定の回線高さに調整す
る。
　回路部（材質：銅）
　パターン形状：回線間／回線幅／回線高さが、８０／７０／３０μｍの平行　パターン
を９５本作成（図５のとおり）したものを１５個配置
　カバーレイフィルム
　　サイズ：１５ｃｍ×１５ｃｍ
　　基材層（成分：ポリイミド、厚み：１５μｍ）
　　接着剤層（成分：エポキシ樹脂、厚み：２５μｍ）
　当て板（当て板の両面をフッ素樹脂フィルムで被覆したもの）
　　サイズ：２５ｃｍ×２５ｃｍ、厚み：２ｍｍ
　　当て板の材質：ステンレス
　　フッ素樹脂フィルム（日東電工製、ニトフロン９００ＵＬ、厚み：１８０μｍ）
【００２５】
＜離型性（Ｉ）（当て板との離型性）＞
　当て板との離型性の評価は、プレス解放直後の熱盤上にて、フィルムと当て板との離型
状態を判定した。フィルムの離型状態で判定を行った。
　　○：プレス解放後、離型フィルムが当て板から自然に剥離
　　×：プレス解放後、離型フィルムが当て板に粘着
＜離型性（ＩＩ）（離型層樹脂の破れ）＞（回路基板側との離型性）
　１８５℃、１５ＭＰa、１６０秒のプレス後、回路基板面と離型フィルムとの離型性（
ＩＩ）の評価を行った。なお、試験サンプルの表面温度が１５０℃になった時評価を行っ
た。
　離型性は、「ＪＰＣＡ規格（デザインガイドマニュアル・片面及び両面フレキシブルプ
リント配線板・ＪＰＣＡ―ＤＧ０２、以下、ＪＰＣＡ規格と略す）の７．５．７．１項の
表面の付着物」に準拠し、回路基板と離型フィルムの剥離状態を目視で評価した。
　離型層樹脂の破れ
　　◎：破れ発生率　１．０％未満
　　○：破れ発生率　１．０％以上２．０％未満
　　×：破れ発生率　２．０％以上
【００２６】
＜成形性＞
　成形性は、「ＪＰＣＡ規格の７．５．３．３項の気泡」に準じて評価した。各符号は、
以下の通りである。
　　○：ボイド発生率　２．０％未満
　　×：ボイド発生率　２．０％以上
【００２７】
＜ＣＬ接着剤層の染出し量＞
　回路基板にカバーレイフィルムの接着剤層の染み出しがあるか否かを、「ＪＰＣＡ規格



(9) JP 5023765 B2 2012.9.12

10

20

30

40

の７．５．３．６項カバーレイの接着剤の流れおよびカバーコートのにじみ」に準拠し、
評価した。各符号は、以下の通りである。
ＣＬ接着剤のフロー量（ＣＬ端面からの接着剤染み出し長さ）
　　◎：フロー量　８０μｍ未満
　　○：フロー量　８０μｍ以上１００μｍ未満
　　×：フロー量　１００μｍ以上
　評価○以上を合格とした。
【００２８】
　＜フィルム端面シミ出し長さ＞
　離型フィルム端面シミ出し長さ（フィルム４方向端面からの樹脂がシミ出した長さを測
定）
　フィルム端面の染み出し長さ
　　○：染み出し長さ　５ｍｍ未満
　　×：染み出し長さ　５ｍｍ以上
【００２９】
　外観は、「ＪＰＣＡ規格の７．５．７．２項のシワ」に準じて評価した各符号は、以下
の通りである。
　仕上がり外観シワ
　　○：シワ発生率　２．０％未満
　　×：シワ発生率　２．０％以上
【００３０】
　メッキ付き性は、「ＪＰＣＡ規格の７．５．４項メッキの外観（必要メッキ面積の９０
％以上にメッキが付いているものを良品）」に準じて評価した。
　メッキ付き性
　○：良品が９８％以上
　×：良品が９８％未満
【００３１】
　結晶化温度は、示差走査熱量測定装置（島津製作所製、ＤＳＣ－５０）で昇温速度１０
℃／分で常温から２５０℃まで昇温させた後、降温速度１０℃／分で２５０℃から常温ま
で降温し測定することにより評価した。測定後得られたチャートから降温過程で見られる
ピークトップを結晶化温度とした。
【００３２】
＜結晶化度＞
　結晶化度は、Ｘ線回折装置（リガク製、ＡＦＣ－５Ｒ）を用いて、測定角度 ２θ＝５
～３０°、出力１２ｋＷ（＝４０ｋＶ×３００ｍＡ）で離型フィルムの離型層樹脂表面を
測定し、得られたデータより、２θ＝９．６°に現れるピークを次式、結晶化度＝結晶領
域面積／（結晶領域面積＋非晶領域面積）×１００により算出した。
【００３３】
＜表面の軟化点＞
　表面の軟化点Ｔｓは、ヒートディストーションテスター試験装置(東洋精機  製、ＳＨ
Ｉ－１７２)を用いて、本離型フィルムの離型層樹脂表層の中央部に先端を平坦に仕上げ
た直径１ｍｍの針をのせ、針の上部に１ｋｇの荷重を加えた状態で１２０±５℃／ｈｒの
速度で２５℃から温度を上昇させ、表層１０μｍに針が侵入したときの温度で定義した。
【００３４】
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【表１】

【００３５】
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【表２】

【００３６】
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【表３】

【００３７】
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【表４】

【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明の離型フィルムは、回路基板（特にフレキシブル回路基板）を製造する際に有用
なものである。すなわち、回路基板との離型性、回路基板の外観シワの発生を低減した状
態で、接着剤の染み出し量を抑え、さらにメッキ付き性を向上させ、従来の離型フィルム
では満足でなかった当て板との離型性を向上させ、実作業においても工数削減が十分に見
込まれ、さらに従来の離型フィルムと比較して引裂き強度、伸び、引張強度においても優
れる離型フィルムを提供すことができる。
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【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の離型フィルムの一例を示す断面図である。
【図２】本発明の離型フィルムを用いて回路基板を製造する状態の一例を示す状態図であ
る。
【図３】本発明の離型フィルムの表面にインラインでエンボス加工する状態を示す図であ
る。
【図４】本発明の離型フィルムの表面にオフラインでエンボス加工する状態を示す図であ
る。
【図５】本発明の離型性を評価するための回路基板及びその回路パターンの拡大図である
。
【符号の説明】
【００４０】
　１　　　離型層
　２　　　中間層
　３　　　離型反対層
　４　　　回路基板
　４０　　樹脂フィルム
　４１　　回路部
　５　　　カバーレイフィルム
　５１　　基材層
　５２　　接着剤層
　６　　　当て板
　７　　　熱盤
　８　　　フッ素樹脂層
　９　　　離型フィルムの表面粗さ
　１０　　離型フィルム
　１１　　ダイス
　１２　　第１ロール
　１３　　タッチロール
　１４　　第２ロール
　１５　　フィルム
　１６　　エンボスロール
　１７　　ゴムロール
　１８　　フリーロール
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